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弊社では、ポリ尿素ゴムを結合材とし、微細砥粒 （＃２０００以下のダイヤモンド、シリカ） を高

濃度 （７０～９６wt%） で含有する弾性砥石の開発に成功致しました。 

本ものづくり事業では、これらの砥石によるサファイアウェハのラッピング及びポリッシング処理

を実施し、その工程への適用の可能性につき検討致しました。 

その結果、ダイヤ砥粒 （＃２０００、＃４０００） をそれぞれ９６wt% （集中度２２０） 含有する砥

石により、湿式下ラッピング処理した時の処理時間※をダイヤモンドスラリー （９μm） で処理し

た時間に比較して、いずれも約１／８０と大幅に短縮することができました。 

また、シリカ砥粒５μmを７０wt%含有する砥石で乾式下ポリッシングしたところ、スタート時ウェハ

に残留するスジ状のキズを除去できることを確認致しました。 

したがって、このシリカ砥石では、メカノケミカルポリッシングが可能であると判断致しました。 

今後は、上記砥石の実用化に向けた検討を更に重ねてまいります。 

 

※ 処理時間 ； ウェハのスタート時の面粗さ Ra ０．４ ～ ０．５μmを０．１μmまで研磨に要する時間 
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次世代半導体ウェハ用精密研磨砥石の開発 

 



 

 

   

〔 ＃４０００相当 ダイヤ砥石 〕  〔 シリカ砥石 〕 

 

・ 

・ 

・ 

 

・ 

結合材：ポリ尿素（ HsD ） 

ダイヤ砥粒（ μm ） 

砥粒濃度（ wt% ）    

      （集中度）  

弾性率（ MPa ） 

７２ 

４～６ 

９６ 

２２０ 

１０００ 

 

・ 結合材：ポリ尿素（ HsD７８） 

・ 

・ 

・ 

 

シリカ砥粒径（ μm ） 

砥粒濃度（ wt% ）  

弾性率（ MPa ） 

：５ 

：７０ 

：１５０ 

〔 加工条件 〕  

 

〔 加工条件 〕  

・ 

 

・ 

 

・ 

ワーク 

 

前処理 

 

冷 却 

：φ ４インチ × t１．００ 

 サファイアウェハ 

：ダイヤディスク＃８００仕上げ 

 Ra（ μm ） ０．５３０ 

：水滴下 

・ 

 

・ 

 

・ 

ワーク 

 

前処理 

 

乾式 

：同左 

 

：ダイヤスラリー１μm仕上げ 

 Ra（ μm ） ０．００５ 

 

・ 

・ 

・ 

砥石回転数（rpm） 

ワーク回転数（rpm） 

加  重（ MPa ） 

：１００、１０００ 

：１００ 

：０．０１～０．０３４ 

 

・ 

・ 

・ 

砥石回転数（rpm） 

ワーク回転数（rpm） 

加  重（ MPa ） 

：１１５ 

：１００ 

：０．００２ 

 

〔 結果 〕  〔 結果 〕  

               

   

  

 

 

       

       

       

       

       

       

        

       

 

 

 
処理前 

  Ra（ μm ）  

  ０．００５０ 

 

 

 

 

 

 

 
    処理後 

 

   ０．００３８ 

 

                   ７        １ 

             ５７０     ８２ 

 

 

 

 

 

ポリッシング 

９０min 

        1    2    3     4    5（×102） 
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0.5 

 

 

 

0.1 
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570 

：ダイヤスラリー9μ m 

：#4000砥石 

 

    

 

) 

 

ラッピング ポリッシング 

処理時間（ min ） 

・ 処理時間短縮 ＝  ≒ ・ 初期のキズが除去 


